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특허청  

청 항 1 

(substrate)  그 에 하  또는 그 상  픽 (pixel)  포함하는 미지 (image sensor) , 각

픽  첫 째  픽 (subpixel)  째  픽  포함하고; 첫 째  픽  첫 째  빛에

시  신  생시키는  사 할  는 첫 째 어(nanowire)  포함하고; 째  픽

 첫 째 과 다  째  빛에 시  신  생시키는  사 할  는 째 

어  포함하고; 첫 째  째 어는 본   직  하는 것  특징

하는, 미지 .

청 항 2 

1항에 어 , 미지  각 픽  과 첫 째  째 어 사 에 치하는 하  또는 그

상  다 드(photodiode)   포함하는 미지 .

청 항 3 

1항에 어 ,  실리 (silicon), 실리  산 (silicon oxide), 질 규 (silicon nitride), 사

어(sapphire),  다 몬드(diamond),  탄 규 (silicon  carbide),  질 갈 (gallium  nitride),  게 마늄

(germanium), 듐 갈  비 (indium gallium arsenide), (lead sulfide) /또는 들  합  포

함하는 미지 .

청 항 4 

1항에 어 , 한 하  픽  클래드(clad)  포함하고; 한 하  픽  첫 째  픽  

째  픽  클래드에 워 어진(embedded)것  특징  하는 미지 .

청 항 5 

4항에 어 , 픽  사  공간에 재료(material)   포함하는 미지 .

청 항 6 

4항에 어 , 클래드는 질 규 , 실리  산  /또는 들  합  포함하는 미지 .

청 항 7 

4항에 어 , 클래드는 가시 에 한 것  특징  하는 미지 .

청 항 8 

4항에 어 , 첫 째  째 어는 클래드  보다 크거  같   갖는 것  특징

 하는 미지 .

청 항 9 

5항에 어 , 재료는 클래드  보다   갖는 것  특징  하는 미지 .

청 항 10 

1항에 어 , 첫 째 어  째 어는 다   트럼  갖는 것  특징  하는 

미지 . 

청 항 11 

1항에 어 , 첫 째 어  째 어는 한 100 nm  거리  갖는 것  특징  하는

미지 .
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청 항 12 

1항에 어 , 첫 째  째 어 각각  그 에 p-n 또는 p-i-n 합  가지는 것  특징  하

는 미지 .

청 항 13 

1항에 어 ,  신 는  ,  ,  도 또는 항, /또는 들  변  포

함하는 것  특징  하는 미지 . 

청 항 14 

1항에 어 , 첫 째 어 /또는 째 어는  동 막(passivation layer)  가진 것

 특징  하는 미지 .

청 항 15 

1항에 어 , 미지 에 닿는 든 가시  한 50%  하는  사 할  는 것  특징

하는 미지 .

청 항 16 

1항에 어 , 첫 째  째 어에 해 생   신  검 하는  사 할  는 

  포함하는 미지 .

청 항 17 

1항에 어 , 첫 째  째 어는 실리  포함하는 것  특징  하는 미지 .

청 항 18 

1항에 어 , 첫 째 어는 25 nm  경  가지 , 째 어는 40 nm  경  갖는 것

특징  하는 미지 .

청 항 19 

4항에 어 , 클래드는 300 nm  지  갖는 원통   갖는 것  특징  하는 미지 .

청 항 20 

1항에 어 , 픽  다  향(orientation)  갖는 것  특징  하는 미지 . 

청 항 21 

2항에 어 , 다 드는 첫 째  째 어   트럼과 다   트럼  갖는 것

 특징  하는 미지 . 

청 항 22 

1항에 어 , 각 픽  째  픽   포함하 , 째  픽  첫 째  째 과 다

 째  빛에 어  신  생시키는  사 할  는 째 어  포함하 ,

째 어는 본   직  하는 것  특징  하는 미지 .

청 항 23 

22항에 어 , 째 어는 실리  포함하는 것  특징  하는 미지 .

청 항 24 

22항에 어 , 째 어는 45 nm  경  갖는 것  특징  하는 미지 . 
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청 항 25 

22항에 어 , 각 픽  째  픽   포함하 , 째  픽  첫 째, 째  째

과 다  째  빛에 어  신  생시키는  사 할  는 째 어  포

함하 , 째 어는 본   직  하는 것  특징  하는 미지 .

청 항 26 

25항에 어 , 째 어는 실리  포함하는 것  특징  하는 미지 .

청 항 27 

25항에 어 , 째 어는 40 nm  것  특징  하는 미지 .

청 항 28 

4항에 어 , 각 픽  에 결합 (coupler)   포함하 , 각 결합 는 볼 한  가지고 그 에 닿

는 든 가시  클래드에  맞 는  과  것  특징  하는 미지 .

청 항 29 

28항에 어 , 각 결합 는 픽  래에 동 한 프린트  갖는 것  특징  하는 미지 . 

청 항 30 

1항에 어 ,  픽 에 도달하는 것  막  해 사 할  는  필   포함하는 것  특

징  하는 미지 .

청 항 31 

1항에 어 , 미지 는  필  포함하지 는 것  특징  하는 미지 . 

청 항 32 

1항에  어 ,  첫 째  어  /또는  째  어는  그  에  또는  그  에  트랜지

(transistor)  갖는 것  특징  하는 미지 .

청 항 33 

1항에 어 , 다 드   신  검 하는  사 할  는    포함하는 미지

.

청 항 34 

드라  에칭(dry etching) 또는 VLS (VLS growth)  포함하는 미지  , 미지 

는   그 에 하  또는 그 상  픽  포함하고, 각각  픽  첫 째  픽   째  픽

 포함하고, 첫 째  픽  첫 째  빛에 었    신  생시키는  사 할 

는 첫 째 어  포함하고, 째  픽  첫 째 과 다  째  빛에 었

  신  생시키는  사 할  는 째 어  포함하고, 첫 째  째 어는

본   직  하는 것  특징  하는 미지  .

청 항 35 

하  단계  포함하는 미지  감지 :

미지 에 미지  하는 단계, 여  미지 는   그 에 하  또는 그 상  픽  포

함하고, 각각  픽  첫 째  픽   째  픽  포함하고, 첫 째  픽  첫 째 

빛에 시  신  생시키는  사 할  는 첫 째 어  포함하 , 째  픽

첫 째 과 다  째  빛에 시  신  생시키는  사 할  는 째 어

 포함하고, 첫 째  째 어는 본   직  한다; 
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 첫 째 어  째 어   신  검 하는 단계; 

 신  각 픽  색상  하는 단계.

  

   

 원  상  참[0001]

본  원  미  특허 원  12/204,686 (미  특허   7,646,943  등 ),  12/648,942 ,  [0002]

12/270,233 ,  12/472,264 ,  12/472,271 ,  12/478,598 ,  12/573,582 ,  12/575,221 ,  

12/633,323 ,  12/633,318 ,  12/633,313 ,  12/633,305 ,  12/621,497 ,  12/633,297 ,  

61/266,064 ,  61/357,429 ,  61/306,421 ,  61/306,421 ,  12/945,492 ,  12/910,664 ,  

12/966,514 , 12/966,535   12/966,573   , 들  개시 내  체  본원에 참

 포함 다.

 경  

미지 는 (직 , Cartesian) 사각 격 에  1 만개 상  많   (픽 )  가지도  [0003]

  다. 픽  다 드 또는 다  감    , 는  사(빛)   신

변  가능하다.

도체  근  브, 공동(nanocavities)  어  같    가능하[0004]

게 하 다.  학  특  근 연  심  하 다. 사  가능한 들 , 어

는    그들   에 많  심  어 다. 라 , 어  독특한 학  특

 하는 미지 가 람직하다.

 내

해결하 는 과

본  과 그 에 하  또는 그  픽  포함하는 미지  공하고, 여  각각  픽[0005]

첫 째  픽 (subpixel)  째  픽  포함하고; 첫 째  픽  첫 째  빛에 시

 신  생시키는  사 할  는 첫 째 어(nanowire)  포함하고; 째  픽  첫

째 과 다  째  빛에 시  신  생시키는  사 할  는 째 어

포함하고; 첫 째  째 어는 본   직  한다. 본 에  사 는

어 " 미지 (image sensor)"는  미지   신  꾸는 치  미한다. 미지 는 지

 카 라  타 상 치(imaging device)에 사   다. 미지  는 하결합 (charge-

coupled device, CCD) 또는 상보   산 막 도체(complementary metal-oxide-semiconductor, CMOS) 능동

픽  (active pixel sensor)  포함한다. 본 에  사 는 어 "픽 (pixel)"  미지  가

 처리 가능한 빛 감지  미한다. 각 픽  개별  처리 가능하다. 미지  픽  2차원

격 에 열   다. 각 픽   미지    미지   강도  색상과 같  특

한다. 픽  본  색상  빨간색, 색  란색 또는 청 색, 색, 란색  검 색과 같

개 또는 개   채도    다. 많  미지 는, 다 한 , 동 한 치에  다

 색  감지할  없다. 라 , 각 픽  " 픽 "   는  누어지고, 각  하

 색만  감지할  다. 픽  본  색상  픽  내   픽 에 해 감지  단  색상  

  다. 본 에  사 는 어 " 본   직  하는(extending essentially

perpendicularly from the substrate)" 어는 어   사  각도가 85°에  90°  것

미한다. 본 에  사 는 어 " 어(nonowire)"는 2차원에  껏해  1000nm  한 고 다

차원에  한 지 는 크  갖는  미한다.

 실시 에 , 미지  각 픽  과 어 사 에 치하는 하  또는 그 상  다 드[0006]

  포함할  다. 본 에  사 는 어 " 다 드(photodiode)"는 빛   또는  변

가능한 검 (photodetector)   미한다. 다 드는 p-n 합 또는 p-i-n 합  가질  다.

한 에 지  가 다 드에 돌할 ,  여 (excite)시키고, 라   공(hole)
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만들어 낸다.  공   또는  다 드  극에 질  다. 

 실시 에 ,  실리 (silicon), 실리  산 (silicon oxide), 질 규 (silicon nitride), 사[0007]

어(sapphire),  다 몬드(diamond),  탄 규 (silicon  carbide),  질 갈 (gallium  nitride),  게 마늄

(germanium), 듐 갈  비 (indium gallium arsenide), (lead sulfide) /또는 들  합  포

함한다.

 실시 에 , 미지  한 하  픽  클래드  포함하고; 한 하  픽  첫 째  픽[0008]

  째  픽  클래드에 워 는다. 본 에  사 는 어 "클래드(clad)"는  픽  주

 질층  미한다. 본 에  사 는 어 " 워 다(embed)"는 에워싸거   빽빽  고 는

것  미한다.

 실시 에 , 미지 는 픽  사  공간에 재료(material)   포함한다.[0009]

 실시 에 , 클래드는 질 규 , 실리  산  /또는 들  합  포함한다.[0010]

 실시 에 , 클래드는 체  가시 에 하다.[0011]

 실시 에 , 첫 째  째 어는 클래드  보다 크거  같   가진다.[0012]

 실시 에 , 재료(the material)는 클래드  보다    가진다. [0013]

 실시 에 , 첫 째 어  째 어는 다   트럼  가진다. 본 에  사[0014]

는 어 " (absorptance)"  특  에   빛   미한다. 본 에  사 는 어 "

 트럼(absorption spectrum)"   능   미한다.

 실시 에 , 첫 째 어  째 어는 한 100 nm  거리  가진다. [0015]

 실시 에 , 첫 째  째 어 각각  그 에 p-n 또는 p-i-n 합  가진다. 본 에  사[0016]

는 어 "p-i-n 합"  p (p-type) 도체 역  n (n-type) 도체 역 사 에  도핑(lightly

doped) 또는 진 (intrinsic) 도체 역   미한다. p   n  역   (Ohmic contacts)

해 고도핑(heavily doped)   다. 본 에  사 는 어 "p-n 합"  p  도체 역  n  도

체 역   하고 는  미한다.

 실시 에 ,  신 는  ,  ,  도 또는 항, /또는 들  변  포함[0017]

한다.

 실시 에 , 첫 째 어 /또는 째 어는  동 막(passivation layer)  가진다.[0018]

본 에  사 는 어 " 동 (passivation)"   " 동 하다(passivate)"는 링 결합(dangling  bon

d)  거하는 과  미한다( , 고  원  한 원 가(valence)). 

 실시 에 , 미지 는 주  그 에 닿는 든(  들어 >50%, >70%, 또는 >90%) 가시 (  390 에[0019]

 750  nm   가지는 빛)  하  하여 사   다. 본 에  사 는 든 가시

50%, 70% 또는 90% 상  하는 것  미지 가 체 가시 트럼(  390 에  750 nm )에  각

각 50%보다 큰, 70%보다 큰, 또는 90%보다 큰  가진다는 것  미한다.

 실시 에 , 미지 는 첫 째  째 어에 해 생   신  검 하는  사 할[0020]

 는   포함한다.

 실시 에 , 첫 째  째 어는 실리  포함한다.[0021]

 실시 에 , 첫 째 어는  25 nm (  들어 23 에  27 nm)  경  가지 , 째 어[0022]

는  40 nm (  들어 38 에  42 nm)  경  가진다.

 실시 에 , 클래드는  300 nm (  들어 280 에  320 nm)  지  가진 원통   가진다.[0023]

 실시 에 ,  픽 들  다  향  가진다.  본  에  사 는  어  "다  향(different[0024]

orientations)"  도  1B  2B에 타내었 , 픽   웃한 픽 에 하여 하거  비 듬  상쇄

다는 것  미한다.

 실시 에 , 다 드는 첫 째  째 어   트럼과 다   트럼  가진다.[0025]

본 에  사 는 개   트럼  "다 다(different)"는 것   트럼  하  또는 하  
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상  에  다   가진다는 것  미한다.

 실시 에 , 각각  픽  째  픽   포함하 , 째  픽  첫 째  째 과[0026]

다  째  빛에 어  신  생시키는  사 할  는 째 어  포함하고,

여  째 어는 본   직  한다.

 실시 에 , 째 어는 실리  포함한다. [0027]

 실시 에 , 째 어는  45 nm(  들어 42 에  48 nm)  경  가진다.[0028]

 실시 에 , 미지 는 각 픽  에 결합 (coupler)   포함하고, 각 결합 는 볼 한  가지[0029]

 는 주  그 에 닿는 든 가시  클래드에  맞 는  과 다.

 실시 에 , 각각  결합 는 주  픽  래에 동 한 프린트  가진다. 본 에  사 는 어 "[0030]

프린트(footprint)"는   픽  또는 결합  같  에 해 직   공간  미한다. 

 실시 에 , 미지 는  픽 에 도달하는 것  막  해 사 할  는  필   포[0031]

함한다. 본 에  사 는 어 " (infrared light)"  0.7 에  300 마 크 미  사   가

진  사  미한다. 본 에  사 는 어 "  필 (infrared filter)"는 가시  통과시

키는 ,  사 또는 차단하는  사 할  는 치  미한다.

 실시 에 , 미지 는  필  포함하지 는다. [0032]

 실시 에 , 첫 째 어 /또는 째 어는 그 에 또는 그 에 트랜지  가진다.[0033]

본 에  사 는 "트랜지 (transistor)"는  신  폭시키고 변 시키는  사  도체 

 미한다. 는  에 연결하  한 한 개  단말  가진 도체 재료  단단한 각  만

들어 진다. 한  트랜지  단말 에   또는 는 다   단말  통하여 는 

변 시킨다.

 실시 에 , 미지 는 다 드   신  검 하는  사 할  는    포[0034]

함한다. 

 실시 에 , 드라  에칭(dry etching) 또는 VLS (VLS growth)  포함하는 미지   [0035]

공하고, 여  미지 는   그 에 하  또는 그 상  픽  포함하고, 각각  픽  첫 째

 픽   째  픽  포함하 , 첫 째  픽  첫 째  빛에 었    신

 생시키는  사 할  는 첫 째 어  포함하고, 째  픽  첫 째 과 다  

째  빛에 었    신  생시키는  사 할  는 째 어  포함하고,

첫 째  째 어는 본   직  한다. VLS  학 상 착

 어  같  1차원   한 다. 

고체 에 체상  직  착  통한 결    매우 느리다. VLS  과포  [0036]

빠 게  착할  는 매 체 합 상  도 함   피할  다. 그리고  결

 체-고체 계 에  핵  연  생할  다. 런식  한 어  리

 특  통 가능한 식  체 합  크   리  특 에 한다. 

 실시 에 , 미지  감지하는  하  단계  포함한다: [0037]

미지 에 미지  하는 단계, 여  미지 는   그 에 하  또는 그 상  픽  포[0038]

함하고, 각각  픽  첫 째  픽   째  픽  포함하고, 첫 째  픽  첫 째 

빛에 시  신  생시키는  사 할  는 첫 째 어  포함하 , 째  픽

첫 째 과 다  째  빛에 시  신  생시키는  사 할  는 째 어

 포함하고, 첫 째  째 어는 본   직  한다; 

첫 째 어  째 어   신  검 하는 단계; [0039]

 신  각 픽  색상  하는 단계.[0040]

도  간단한 

본  실시 는, 해당 참  가 해당  가리키는 는 도 과 하여 직 시  개시[0041]
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것 다.

도 1A는  실시 에  미지  개략  단 도  타낸 도 다. 

도 1B는 도 1A  미지  개략  상 도  타낸 도 다. 

도 1C는 도 1A  미지  픽  내 개  픽  내  개  어  도 1A  미지  

  다 드  시   트럼  타낸 도 다. 

도 2A는  실시 에  미지  개략  단 도  타낸 도 다.

도 2B 도 2A  미지  개략  상 도  타낸 도 다.

도 2C는 도 2A  미지  픽  내 개   픽  내  개  어  도2A  미지  

 시   트럼  타낸 도 다. 

도 2D는 도 2A  미지  픽  내 개   픽  내  개  어  도 2A  미지 

 시   트럼  타낸 도 다. 

도 3  결합    필  개략  타낸 도 다. 

도 4 미지  내  개   픽  시  색 함 ,  CIE  측  색 함  타낸 도

다. 

 실시하  한 체  내

하  상 한 에 , 참 는 그  루는 도  하도  한다. 도 에 , 맥에  다  재가 없[0042]

는 한, 사한 는  사한  동 시한다. 상 한 , 도 ,  청 항에  시

 실시 에 해 한 는 것  미하지 는다. 다  실시 가   , 본  주  사상

또는  어 지 고 다  변경 사항    다. 

 사람  눈  단 (S, 420-440 nm), (M, 530-540 nm),  (L, 560-580 nm)에   감도  가[0043]

지는 간  고 도 색각(brightness color vision)  한 체(photoreceptor, 원 포(cone cell)

린다)  가진다(490-495  nm에   감도  가지는  간상 포라  리는  도  단색  " 시 (night-

vision)"  체도 다).  라 , 원칙 , 개  라미 는 색 감각  재한다. 색상  삼색 극값

(tristimulus values)  시험 색상과 하는  필 한 3차원 가  색상 에  3원색  다. 삼색 

극값  CIE 1931 색 공간(color space)에  주  X, Y,  Z  시 다. 

CIE XYZ 색 공간에 , 삼색 극값  사람  눈  S, M,  L  니라,  X, Y,  Z  리는 삼색[0044]

극값 트는 각각 거  빨간색, 색  란색 다(X, Y, Z 값  리  빨간색, 색, 란색

찰 지 고 , 빨간색, 색, 란색  ' 래 ' 라미  생각   다는 것  주 ). 다

한  다  합  만들어진  원  동 한 색  보   다;  과는 건등색(metamerism)

라 린다.  원  동 한 삼색 극값  가질  들  생 하  해 빛   포  사 했 지라도

찰 에게 동 한 겉보  색  가진다.

 눈에  원 포 포  특  해, 삼색 극값  찰  측 시 에 라 달라진다. 러한 변[0045]

거하  하여,  CIE는   (비색)  측 (standard  (colorimetric)  observer)   하 다.  심

(fovea)  2°원  내에 재하는 색-민감  원 포에 한 믿  에 본래 는 2°각도  통해 보는 평균

사람  착색 (chromatic response)  간주 다. 라  CIE 1931  측 는 또한 CIE 1931 2°

측   다. 욱 지만  쓰 는  CIE 1964 10°  측 고, 는 Stiles

Burch,  Speranskaya  연  래 다.

 상 에  한  같 , 색 함 는 찰  착색  치  타낸다.[0046]

CIE는 , ,  리는 개  색 함  트  고, 는 CIE XYZ 삼색 극값 X, Y,  Z[0047]

 산 하는 개    검  트럼 민감도 곡  생각   다.  함 들  CIE  측

 체   다.
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  포  Ι(λ)  가지는  색상  삼색  극값  ,  ,[0048]

에 한  측 에 해  주어지고, 여  λ  상 하는 단색  다( 미

 측 ).

 [0049]

실시  [0050]

도 1A는  실시 에  미지 (100)  개략   단 도  타낸다. 미지 (100)는 [0051]

(110)  하  또는 그 상  픽 (150)  포함한다. 한 하  픽 (150)  클래드(140)  클래드(140)

에  워   다   픽  포함한다.  개   픽 (151)   (152)는  도  1A에  시

타내었다. 각  픽  본  (110)  직  하는 어(  들어  픽

(151) 내  어(151a)   픽 (152) 내  어(152a))  포함한다. 픽 (150) 사  공간

람직하게는 재료(160)  채워진다. 각 픽 (150)  (110)  어(151a  152a) 사 에 치하는

하  또는 그 상  다 드(120)   포함할  다.

 (110)  실리 (silicon),  실리  산 (silicon  oxide),  질 규 (silicon  nitride),  사 어[0052]

(sapphire),  다 몬드(diamond),  탄 규 (silicon  carbide),  질 갈 (gallium  nitride),  게 마늄

(germanium), 듐 갈  비 (indium gallium arsenide), (lead sulfide) /또는 들  합과 같

 어느 합한 재료  포함할  다.

다 드(120)는 어느 합한 다 드   다. 다 드(120)는 p-i-n 합  p-n 합  어느 합[0053]

한  가질  다. 다 드(120)는 람직하게는 클래드(140)  프린트  벽하게 러싸고 는

프린트  가진다. 

클래드(140)는 질 규 , 실리  산  /또는 들  합과 같  어느 합한 재료  포함할  다. 클래[0054]

드(140)는 람직하게는 한 50%,  람직하게는 한 70%, 가  람직하게는 한 90%  과

갖는 가시 에 체  한 것  람직하다. 하  , 클래드(140)는 질 규 ,  300 nm  지

 가지는 원통   가진다. 

재료(160)는 산  규 (silicon dioxide)  같  어느 합한 재료  포함할  다. 재료(160)  [0055]

람직하게는 클래드(140)  보다 다.

 픽 (  들어 151  152) 내  어(  들어 151a  152a)는 클래드(140)  보다 크거[0056]

 같   가진다. 어  다 드(120)는 다   트럼  가진다.  들어, 

어(151a)는 도 1C에  시   트럼(181)  타낸  같 , 란색 에  강한 

가진다; 어(152a)는 도 1C에  시   트럼(182)  타낸  같 , 색 에

강한  가진다; 다 드(120)는 도 1C에  시   트럼(180)  타낸  같 , 빨간

색 에  강한  가진다. 어들  다  지  /또는 다  재료  가질  다. 하  픽

(150) 내에  각 어는 동 한 픽  내  가  가 운 어에 한 100 nm, 람직하게는 

한 200nm 거리  갖는 것  람직하다. 어는 클래드(140)에  어느 합한 치에 리   다. 

 픽 (  들어 151  152) 내  어(  들어 151a  152a)는 신 는 빛에 라  신[0057]

 생시키는  사 할  다. 하  시  어는 그 에 p-n 또는 p-i-n 합  가진 다

드 , 상 하게는 미  특허 원 공개  12/575,221   12/633,305 에    , 들

 각각  체  본원에 참  포함 다.  신 는  ,  ,  도 또는 

항, /또는 들  변  포함할  다. 어는  동 막(passivation layer)  가질  다. 

실질 , 미지 (100)에 닿는 든 가시 (  들어 >50%, >70%, 또는 >90%)   픽 (  들어[0058]

151  152)  다 드(120)에 해 다.  픽   다 드는 다   빛  한다.

미지 (100)는  픽   다 드(120)   신  검 하는  사 할  는  [0059]

(190)   포함할  다.

체  하  에 , 각 픽 (150)  개   픽 (151  152)  가진다. 각  픽 (151  152)[0060]
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각각 직 하  어(151a  152a)  가진다. 어(151a)는 실리  포함하고,  25 nm  

경  가지  란색 에  강한  가진다. 어 (152a)는 실리  포함하고,  40 nm  경

 가지  청 색 에  강한  가진다. 어(151a  152a)는  200 nm 어   동

한 클래드(140) 내에 워  다.  실시 에  각각  픽 (150)  개 상   픽  가질 

다. 어는 큐리 카드뮴 루라 드(mercury cadmium telluride)  같  다  합한 료  포함할

 다. 어는 10 nm 에  250 nm  다  합한 경  가질  다. 

도 1B는 미지 (100)  개략   상 도  타낸다. 도 1B에 시  타낸  같 , 픽[0061]

(150)  사  향  과  거  없 도  다  향  가질  다.

 실시 에 , 미지 (100)  각 픽 (150) 내   픽 (151  152)  다 드(120)는 CIE 1931[0062]

2°  측  또는 CIE 1964 10°  측  색 함  거  동 한 색 함  가진다. 

도 2A는  실시 에  미지 (200)  개략   단 도  타낸다. 미지 (200)는 [0063]

(210), 하  또는 그 상  픽 (250)  포함한다. (210)  그 에 어  다 드  포함하지 는 것

 람직하다. 한 하  픽 (250)  클래드(240)  클래드(240)에 워  다   픽  포함

한다. 개   픽 (251, 252  253)   도 2A에 타내었다. 각  픽  본  (21

0)  직  하는 어 (  들어  픽 (251) 내  어(251a),  픽 (252)

내  어(252a)   픽 (253) 내  어(253a))  포함한다. 픽 (250) 사  공간  람

직하게는 재료(260)  재워진다.

(210)  실리 , 실리  산 , 질 규 , 사 어, 다 몬드, 탄 규 , 질 갈 , 게 마늄, 듐 갈[0064]

 비 ,  /또는 들  합과 같  어느 합한 재료  포함할  다.

클래드(240)는 질 규 , 실리  산  등과 같  어느 합한 재료  포함할  다. 클래드(240)는 람직[0065]

하게는 한 50%,  람직하게는 한 70%, 가  람직하게는 한 90%  과  갖는 가시 에

체  한 것  람직하다. 하  , 클래드(240)는 질 규   300 nm  지  가지는 원통

  가진다.

재료(260)는 산  규 (silicon dioxide)  같  어느 합한 재료  포함할  다. 재료(260)  [0066]

람직하게는 클래드(240)  보다 다.

 픽 (  들어 251, 252  253) 내  어(  들어 251a, 252a  253a)는 클래드(240)  [0067]

보다 크거  같   가진다. 어  (210)  다   트럼  가진다.  들어, 

어(251a)는 도 2C에  시   트럼(281)  타낸  같 , 란색 에  강한 

 가진다; 어(252a)는 도 2C에  시   트럼(282)  타낸  같 , 색 에

 강한  가진다; 어(253a)는 도 2C에  시   트럼(283)  타낸  같 ,

체 가시 트럼에  강한  가진다; (210)  도 2C에  시   트럼(280)  타

낸  같 , 빨간색 에  강한  가진다. 어들  다  지  /또는 다  재료  가질 

다. 하  픽 (250) 내에  각 어는 동 한 픽  내  가  가 운 어에 한 100 nm,

람직하게는 한 200nm 거리  갖는 것  람직하다. 클래드(240) 내  어는 클래드(240) 내  어

느 합한 치에 리   다. 어는  동 막  가질  다. 어는 큐리 카드뮴

루라 드  같  다  합한 재료  포함할  다. 어는 10 nm 에  250 nm  다  합한 경

가질  다. 

 픽 (  들어 251, 252  253) 내  어(  들어 251a, 252a  253a)는 신 는 빛에 라[0068]

 신  생시키는  사 할  는 하  시  어는 그 에 p-n 또는 p-i-n 합  가

진 다 드 , 상 하게는 미  특허 원 공개  12/575,221   12/633,305 에    

, 들  각각  체  본원에 참  포함 다.  신 는  ,  ,  

도 또는 항, /또는 들  변  포함할  다.

실질 ,  미지  (200)에  닿는  든  가시   픽 (  들어  251,  252   253)에  해[0069]

다.  픽 들  다   빛  한다.

미지 (200)는  픽   신  검 하는  사 할  는  (290)   포함할 [0070]

다.
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체  하  에 , 각 픽 (250)  개   픽 (251, 252  253)  가진다. 각  픽 (251, 252[0071]

 253)  각각 직 하  어(251a, 252a  253a)  가진다. 어(251a)는 실리  포함하고

 25 nm  경  가지 , 란색 에  강한  가진다. 어(252a)는 실리  포함하고, 

40 nm  경  가지 , 색 에  강한  가진다. 어(253a)는 실리  포함하고,  45

nm  경  가지  체 가시 트럼에  강한  가진다. 어(251a, 252a  253a)는  200

nm 어   동 한 클래드(240) 내에 워  다. 클래드(240)는  400 nm  지  가진 원통 다.

 실시 에  각각  픽 (250)  개 상   픽  가질  다.

다  체  에 , 각각  픽 (250)  개   픽 (251, 252, 253  254)  가진 각  픽 (251,[0072]

252, 253  254)  각각 직 하  어(251a, 252a, 253a  254a)  가진 어(251a)는 실리

 포함하고,  25 nm  경  가지 , 란색 에  강한  가진다. 어(252a)는 실리

 포함하고,  40 nm  경  가지 , 색 에  강한  가진다. 어(253a)는 실리

포함하고,  45 nm  경  가지 , 체 가시 트럼에  강한  가진다. 어(254a)는 실리

 포함하고,   35  nm  경  가지 ,  란색  (  들어  400  에  550  nm)에  강한  

가진다. 어(251a, 252a, 253a  254a)는  200 nm 어   동 한 클래드(240) 내에 워

다.  클래드(240)는  400  nm  지  가진 원통 다.  도 2D는 각각 어(251a,  252a,  253a  

254a)  시  트럼(291, 292, 293  294)  타낸다.

도 2B는 미지 (200)  개략   상 도  타낸다. 도 2B에 시  타낸  같 , 픽[0073]

(250)  사  향  과  거  없 도  다  향  가질  다.

 실시 에 , 미지 (100 또는 200)는 도 3에  타낸  같 , 각 픽 (150 또는 250) 에 결합[0074]

(350)   포함할  다. 각각  결합 (350)는 람직하게는 픽  래에 주  동 한 프린트  가지 ,

볼 한  가진다. 결합 (350)는 주  그 에 닿는 든 가시  클래드(140 또는 240)에  맞

는  과 다.

 실시 에 , 도 3에 타낸  같 , 미지 (100 또는 200)는  650 nm 상   같  빛[0075]

과 같   픽 에 도달하는 것  막는  사 할  는  필 (360)   포함할  다.  실

시 에 , 미지 (100 또는 200)는  필  포함하지 는다.

 실시 에 , 어는 드라  에칭(dry etching) 과  또는 체 체 고체(VLS)  에 해 [0076]

  다. , 다  재료 /또는   또한 본   치하는 어  하는  사

  다고  것 다.  들어, 비 듐(indium arsenide, InAs) 웨  또는  재료  

 어는 (IR) 도포에 사   다.

또한, 어는 (LTV) 또는 (IR) 트럼과 같  가시 트럼  닌 에  강한 [0077]

하도  만들어 질  다.  실시 에 , 각 어는 그 에 또는 그 에 트랜지  가질  다. 

 실시 에 , 미지 (200)  각 픽 (250) 내   픽 (251, 252  253)는 CIE 1931 2°  측[0078]

 또는 CIE 1964 10°  측  색 함  거  동 한 색 함  가진다.

도 4는  픽 (251, 252  253)  각각  시  색 함 (451, 452  453)  타낸다. 색 함[0079]

(461, 462  463)는 CIE  측  , ,  다.

미지 (100 또는 200)는 미지  감지하거  캡처하는  사   다. 미지  감지하는  [0080]

/또는 거울과 같  어느 합한 학  하여 미지 (100 또는 200)에 미지  하는 단계;

합한  하여 각 픽  내  각  픽  내  어   신  검 하는 단계; 그

  픽   신  각 픽  색상  하는 단계  포함한다. 

상 한 상 한  도 , 도, /또는 시에 한 치 /또는 공  다 한 실시  한다. [0081]

러한 도 , 도, /또는 시가 하  또는 그 상  능 /또는  포함하는 경우에 어 , 각 도

, 도 또는 시 내  각 능 /또는  한 하드웨어, 프트웨어, 웨어 또는 사실상 들

 어느 합에 해 개별  /또는  행   다고 본   에 해 해  것

다.

본 에 시  식  치 /또는 공  하고, 그 후  치 /또는 공   처리[0082]
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시  통합하  해 공   사 하는 것   에  라는 것  본  

는 식할 것 다. , 본 에  치 /또는 공  한  가 한  실험  통해 

 처리 시  통합   다. 

본 에  주 는  타  연결, 또는 포함  다  들  타낸다. 게 [0083]

사  는 단지 시  것 , 실  동 한 능  행하는 많  다  들    다. 개

 미에 , 동 한 능  달 도  하는  어느 열  원하는 능  달 도  과

“결합” 어 다. 그러므 , 특  능  달 하  하여 여 에 결합  어느 개  는  또는

간 과 계없   "결합 어" 원하는 능  달  것처럼 보   다. 

체  본 에  어느 복  /또는 단  어  사 과 하여, 본  는 맥 /또는[0084]

에 합하게 복 에  단  /또는 단 에  복  역할  다. 다 한 단 /복  열  

하여 본 에  개시   다. 

특허, 특허 원  비 특허 헌  포함하  에 한 지 는 든 참고 헌  체  본원에 참[0085]

포함 다. 

다 한 태  실시 가 본원에 개시 었지만, 다  태  실시 가 본  에게 할 것[0086]

다. 본원에 개시  다 한 태  실시 는   한 것  에 한 는 것  니 , 실  

 사상  다  청 에 해 타 다.

도

도 1a
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도 1b
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도 1c
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도 2a
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도 2b
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도 2c
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도 2d
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도 3
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도 4
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